GD 160, 2 GD 160

GD 160, 2GD 160

Sermanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11811 fiir Verstdarker-End-
stufen und als Paare fiir Gegentaktstufen im Niederfrequenzgebiet sowie fiir Regel- und

Steuerzwecke.
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Masse ca. 7,5 g 7 2
Waéarmewiderstand Rinje = 7.5grd/W
Grenzwerte; giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung » -Uceo = 20V
Kollektor-Emitter-Spannung ~Ucer = 18V
Rge = 50 L2
Kollektor-Emitter-Spannung =Uces = 20V
Emitter-Basis-Spannung ~Ueeo = 10V
Gesamtverlustleistung Pv = 5,3W
Kollekterstrom -le = 3,0A
Emitterstrom le = 3,6 A
Basisstrom -1s = 0,6 A
Sperrschichttemperatur & = -}-85°C

Betriebstemperaturbereich

—25°C bis +65°C
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Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Kollektor-Basis-Reststrom -leeo 20 uA 50 uA
-Uce =6V
Kollektor-Emitter-Reststrom ~lces 400 uA 1500 uA
~Uce = 20V
Kollektor-Reststrom
bei gesperrter Emitterdiode -lcev 100 pA 1000 uA
-Ues =1V
-Uce = 20V
Koliektor-Emitter-Séttigungsspannung  ~Ucesat 4,3V 0,6V
-la = 0,5A
-Ic = 3 A
Basis-Emitter-Spannung -Usge 0,35V 0,50V .
-Uee = 6V g
fc = 0,2A . :’5_
Basis-Emitter-Spannung -Use 0,75V 1,0V g N
~-Uce = 2V S g
-lec = 1,5A ao
Kollektor-Basis-Stromverhdltnis haie 18 35 A
28 56 B
-Uece = 2V 45 90 C
-l = 15A
-Uce = 6V haie 30
-lc = 0,2A
haie-Verhdaltnis haie (15 A) 05
haie (02 A)
-le = 1,5A
-le = 0,2 A
Uce = 2V
n VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS
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GD 160, 2 GD 160

electronic
Min. Typ Max.
Paarigkeitsbedingungen
Verhaltnis der Basisstréome Is1 0,833 1,2
la2
bei
-Uce =6V
-le = 0,2A
und
-Uce =2V
-le = 3 A
Verhéltnis der Basis-Emitter- Use1 0,833 12
spannungen Use2 2
bei 5
-Uce =2V B
-le = 3A gg
85

Dynamischer Kennwert oo
Ubergangsfrequenz fr 180 kHz 250 kHz A
-Ucse = 6V 200 kHz 300 kHz B
-le = 0,3A 250 kHz 350 kHz C
Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstdrkungsgruppe B Transistor GD 160 B
Bestellbeispiel fir ein Transistorpaar
der Stromverstdarkungsgruppe B Transistorpaar 2 GD 160 B
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